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Telefunken Diode BAV102 Datasheet

BAV 100 bis BAV 103

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode

Anwendungen: Allgemein
Abmessungen in mm
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Bestempelung: Korperfarbe blau. Kathodenring schwarz. Zusatzliche Farbringe fr:
BAV 100 braum
BAV 101 braumn, schwarz, braun
BAV 102 braumn, schwarz, rot
BAV 103 braun, schwarz, crange
Absolute Grenzdaten
Spearrspannurg
BAV 100 Uy B0 v
BAV 101 U, 120 W
BAV 102 Uy 200 v
BAV 103 Uy 250 v
DurchlaBsirom I 250 mA
StoBdurchlaBstrom
r"*_ls.,?'_=25 c 'lFEM 1 A
SpitzenduchlaBstrom
f=50Hz b 625 ma,
Sperrschichttemperatur TI 175 o
Lagerungstemperaturbereich T__du -85....+175 °c
Warmewiderstand Min_ Typ. Max.
Sperrschicht- Umgebung
auf Leiterplatie
50x50x1,6 mm R 500 KW
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Telefunken Diode BAV102 Datasheet

BAV 100 bis BAV 103

Min. Typ. Max.
KenngriBen
TI = 25 2C, falls nichl anders angegeben
DurchlaBspannung
I, =100 mA L 1 v
Sperrsirom
U,= 50% BAV100 s 100 nA
L =100% BAV11 Iy 100 né
L, =150% BAV102 ke 100 nA
U,=200% BAV103 I 100 na
TI = 100°C
U,= 50% BAV100 [ 15 pA
U,=100% BAVI1 s 15 A
U.=150% BAV 102 Iy 15 A
U, =200% BAV103 Iy 15 A
Durchbruchspannung
i = 100 pa BAV 100 Ugg," &0 W
BAV 101 Ugn 120 v
BAV 102 Uy 200 v
BAV 103 Uon, 250 v
Diodankapazital
Uy =0,f=1MHz C, 1.5 pF
Differentialler DurchlaBwiderstand
le=10m#A r, 5 Q
Riuckwartserholzeit
I'F=|'n=3'l:l mﬁ_iﬁ=3mﬁ.. F|L=1{I|'.'Iﬂ' t, 50 ns

I r||
#=001,1, =03 ms
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